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MEMORTA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DE INVENCION
e n
ESPANA
por VEINTE afios
e nombre de INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION,
entidad norteamericana, establecida en Armonk, Nueva York,
Estados Unidos de América, por:

"UNA DISPOSICION DE ELEMENTO DE MEMORIA DE DA+

TOS",

Este invento se refiere a elementos de memoria de
datos y a aparatos que hacen uso de tales elementos.

En los primeros dias de las computadoras se usa-
ron circuitos de disparo biestables como elementos de memo
ria en memorias de acceso al azar. la gran mayoria de es—-
tas memorias hacen ahora uso de nicleos de ferrita que son
mds baratos y requieren espacio considerablemente menor.

Los circuitos de disparo biestables se usan todavia, no
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obstante, en circuitos aﬁiméticbs y de control-regigstro
de la mayoria de las computadoras digitales. Con el ad-
venimiento del transistor y, mds tarde, de las técnicas
de los circuitos monoliticos, el circuito de disparo bi-
estable se convirtid una vez mds en una posibilidad para
memorias de acceso al gzar.@La objecidn principal que se
ha planteado a la propuesta de fabricar circuitos biesta
bles monoliticos como elementos de memoria para la memo-
rie principal es la gran frecuencia de fallo de tales cir
cuitos.

El problema de esta gran frecuencia de fallo
puede vencerse en cierta medida haciendo la memoria en un
gran nimero de sezmentos y rechazando aquellos que tengan
conponentes defectuosos. Sin enmbargo, & menos que pueda
fabricarse en masa, ya interconsctados y envagados, gran-
des nimeros de circuitos, el coste de la memoria resulta
excesivo.

Como la reduccidn de la frecuencia de fallo so-
lo puede lograrse por medio de técnicas perfeccionadas en
la tecnologia monolitica, se ha visto que es deseable re-
ducir el numero ds componentes en un elemento de memoria
s un minimo. También es deseable reducir el numero de in-
terconexiones y también la tolerancia impuesta a cada elg
mento. Una reduccidén de los componentes no sélo tiene la
ventaje de que hay menor nimero de ellos que puedan fallar,
sino también que la memoria resulita menor y que las cone-
xiones entre los elementos de la memorie se acortan, con
reduccidn correspondiente en los efectos adversos debldos

a la capacitancia entre lineas y le resistencia de las 1i-

neas usualmente presentes en las construcciones monol{ti=
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cas.
Un elemento de memoria de datos, de acuerdo

con el invento, comprende un par de transistores acopla-
dos transversalmente para formar un circuito biestable,co-
nectando uno de los transistores una linea de entrada a
wa 1linea de salida de modo que, en su estado conductor,
es permitido el paso de un impulso a su través procedente
de la linea de entrada a la linea de salida, y estando el
otro transistor conectado para recibir tal impulso pero
teniendo uno de sus electrodos conectado a un manantial

de potencial de referencia de modo que, en su estado con-
ductor, no se permite que el impulso pase a la linea de

salida,

A fin de que el invento pueda comprenderse por
completo, se describirdn ahora realizaciones preferidas
del mismo con referencia a los dibujos adjuntos, en los
cuales:

Ia fig. 1 muestra esquemdticamente una parte de
una memorie de informacidn;

la fiz. 2 muestra un elemento de memoria de da-
tog de acuerdo con el invento;

la fig. 3a muestra los perfiles de onda necesa-
rios para escribir informecidn en un elemento de memoria
de: datos como se muestra en la fig. 2;

la fig. 3b muestra el perfil de onda requerido
para interrogar a un elemento de memorie de datos como
se muestre en la fig. 2;

la fig. 4 muestra un elemento de memoria de da-
tos alternativo de acuerdo con el invento;

la fig. 5 muestra otro elemento de memoris de
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datos alternagyivo de acuerdo con ol inventa;

la fig. 6 muestra una parte de una matriz de
elementos de memoria de datos modificada;

la fig. 7 muestra perfiles de onda requeridos
para realizar una transferencia 1égica en la matriz mos-
trada en la fig. 63

la fig. 8 muestra los perfiles de onda requeri
dos para realizar una operacidén ldgica en la matriz mos-
trada en la fig. 63

la fig. 9 muesira el elemento de memoria de da
tos modificado de manera que lea la informacidn guardada
sin destruirlea;

la fig. 10 muestra wn método de eseribir en el
elemento de memoria de datos desde un dispositivo exte-
rior.

le fig. 11 muestra un método de escribir en un
elemento dspecifico de memoria de datos segin se muestra
en la fig. 2;

la fig. 12 muestra wn grupo de elementos de me
moria de datos dispuesto para realizar operaciones "hori
zontales" tales como desplazamiento y propagacidn con
arrastre;

la fig. 132 muestra un método de unir memorias
antre si usando transferencia en bloque; y

la fig. 13b muestra otro método de unir memo--
rias entre si usando transferencia en bloque.

la fig. 1 muestra esquemdticaments una parte
de wna memoria de informacidn de tamefio suficiente para
guardar tres palabras cada una de sels bitios o bits de

longitud. Esta figura es sélo con fines de ilustracidn
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del tipo de memoria para el cual es nds adecuado el
invento; una memoria real tendrfa, probablemente, una
capacidad suficiente para guardar muchos miles de pala-
bras cada una de ellas probablemente en la regidén de una
longitud de setenta bits. En la figura, se muestiran tres
lineas 1 de palabra cruzando seis lineas 2 de sentido de
bitios. Un elemento de memoria 3, que en este invento es
un circuito biestable, se muestra conectando una linea
de palabra 1 a una linea particular de sentido de bitios
2 en la regidn de cada punto de cruce, Asi, en este e jem
plo particular, se prevé una matriz de dieciocho elemen—
tos de memoria.

Se escribe o inscribe una palabre en la memo——
ria seleccionando la linea de palabra 1 apropiada y apli
cando sefiales a las lineas 2 de sentlido de bitios necesa
rios para ajustar los circultos biestables asociados a
los requeridos estados significativos de informacién. Ia
memoria es interrogada excitando la linea de palabra apro
piade despuds de lo cual eparecen sefiales en las lineas 2
de sentido de bitios indicativas de la informacidn guards
da por los elementos 3 asociados con esa linea de palabra.

Los diversos circuitos biestables adecuados pa-
re, formar los elementos de memoria 3 serdn descritos aho-
va en detalle. Ia fig. 2 muestre una sola posicidn de me-
moria de una memoria de informacidn tal como la descrita
con referencia a la fig. 1. El elemento de mmoria se mues
tra en general por el mimero de referencia 8 y como se vé
consiste en dos transistores T1 y T2 directamente acopla-

dos. Los colectores de los dos transistores estdn conecta

dos a través de resistencias iguales 4 (valor tipico, loeo
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ohmios) a la linea de paljira 1. Bl emisor de T1 es man-
tenido a potencial de tieéra mientras que el emisor des Tz
estd conectado a la linea 2 de sentido de bitios. En fun-
cionamiento, las lineas de palabra 1 de una matriz de es=
tos elementos de memoria 3 estdn mantenidas norma;mente a
un potencial positivo de 1 voltio aproximademente y la li
nea de gentido de bitios a potencial de tierra.

Ia informacidn es inscrite en el elemento de me
morie aplicando un pequelio voltaje positivo o negativo a
la 1linea asociada 2 de sentido de bitios de acusrdo con
que hayas de registrarse un CERO o un UNO binarios y, al
nismo tiempo, disminuyendo el potencial de la linea de pa
labra 1 al de tierra. La linea de palabra 1 es mantenida
a potencial de tierra durante un periodo lo bhastante pro-
longado para que cualguier transistor que sstuviera en
conduccidn deje de esterlo. La linea de palabra es eleva-
da luego a su potencial normal y, dependiendo del sentido
del voltaje de la linea 2 de sentido de bitios, el tran-
sistor cuyo emisor es el mds negativo pasard a conduceidn.
Por consiguiente, como el emisor del transistor Ty estd
gsiempre a potencial de tierra un pequefio impulso positi-
vo sobre la linea 2 de sentido de bitios hara que el
transistor T1 conduzca, registrando, por ejemplo un CERO
binario y un pequefio impulso negativo hard que el tran-
sistor T2 conduzea registrando un UNO binario. Claramen—
te, la sefinl de ESCRITURA aplicada a la linea 2 de sen-
tido de bitios debe ser mantenida hasta que el potencial
de la linea de palabre 1 sea restaurado a su valor nor-

mal de 1 voltio. Los diversos voltajes requeridos para

ESCRIBIR informacidn se muestran en la fig. 3.
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En su estado significativo de informacidn, el

elemento de memoria tiene un transistor en no conduccidn
y el otro conduciendo. El elemento de memoria es interro
gado aplicando un impulso positivo a la 1ifnea de palabra
1 como se muestra en la fig. 3b. Si el elemento de memo-
ria estd guardando un CERO, ésto es, el transistor T,
conduciendo y el transistor T, no conduciendo, no pasard
corriente a la linea 2 de sentido de bitios. En este ca-
50, la base de T2 es pueste a masa, de modo gue el ele——
mento proporciona buena atenuacidn a altas frecuencias.
Si el elemento de memoria estd almacenando un UNO, es de
cir, el transistor T2 conduciendo y el transistor T1 no
conduciendo, entonces la resistencia de colector de T,
estd conectada a la linea 2 de sentido de bitios y la sg
fial de INTERROGAR es transmitida a la linea 2 de semtido
de bitios. Se vé, por tanto, gque un grupo de elementos -

de memorie se comportzs como una matriz de resistencias.

Sensibilidad a las perturbacionss.

La sensibilided del elemento al voltaje de per
turbacién de la linea de sentido de bitios depende de la
diferencia entre el voltaje de saturacidén de colector
Vogsat. del transistor que estd conduciendo y del volta~
Je de base al cual el otro transistor comienza a condu-
cir. Se dispone de transistores tipicos con VCE = 0,1
voltios a Iy = Ig = 1 mA y con Vgg = 0,5 voltios a Ig
< 1/2 mA, Con tal transistor, el elemento puede resistir

voltajes de perturbacidn de vitios de + 0,4 voltios.

Sensgibilidad de inscripeidn.

El potencial de la linea de sentido de bitios
-7 -
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péra asegurar la escritura es igual a la tolerancia en-
tre las caracteristicas VBE de los dos transistores en
cada elemento. Es posible mantener éstas dentro de + 0,05
voltios. Asf, no constituye problema la sensibilidad a
lag perturbaciones y, de hecho, hay un margen disponible

para relajar las especificaciones de los transistores.

Capacidad de salida.

Ia capacidad de salida vista por la linea de
gentido de bitios es igual a CBE a VBE = 0 para cualquier

estado del elemento.

Toleramw las de los componentes.

La caracteristica importente del elemento es
la amplia tolerancia admisible pare los componentes. Ia
tolerancia sobre la relacidn de los valores de las re-
sistencias 4 de colector es igual a la ganancia de co-
rriente del transistor. La tolerancia sobre el valor ab
soluto de las resistencias 4 contribuye a la variacidn
en la amplitud de la sefial UNO. Ie relacidn inherente~-
mente buena, de sefial a ruido, del elemento, implica
que pueden aceptarse amplias variaciones en el valor de
las resistencias 4.

Los requisitos principales del transistor son
alta velocidad de conmutacidn y bajas capacidades de sa
lida. Ia baja ganancis de corriente precisa debe pormi-

tir un valor dptimo en estos dos aspectos.

Disipacidn de corriente.

Con la reistencia 4 = 1,000 ohmios, y el poten
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ciel de la linea de palabra a + 1 voltio, la disipecidn
del elemento es aproximedamente 1mW. Para aplicaciones
de poca velocidad, la resistencia del colector puede au-
mentarse de modo que se reduzca la disipacidén del elemen
10,

Ahora describiremos tres elementos alternati--
vos de memoria de datos que funcionan sobre el mismo
principio.

El elemerfto de memoria de datos mostrado en la
fig. 2 puede modificarse en la forma siguiente. El emi--
sor del transistor T, puede conectarse a una segunda 1{-
nes de sentido de bitios en lugar de conectarse a tierra.
Esto dé un sistema de sentido equilibrado. Es necesario
que cada linea de sentido de bitios tenga una impedancia
relativamente baja con respecto a tierra. La complejidad
adicional de esta disposicidén serd de utilidad en algunas
aplicaciones.

Otra alternative se muestra en la fig. 4, en la
cual la linea de sentido de bitios estd conectada a tra-
vés de una resistencia y no directamente a un electrodo
de transistor. Puede ger posible reducir la capacidad de
carge de la linea de sentido de bitios por este método.
Normalmente el potencial de la linea de palabra se mantie
ne 2 algin valor por debajo de tierra y la linea de senti
do de bitios & potencizl de tierra. Para inscribir infor-
macidn, el potencial de la linea de palabra es elevado al
de tierra cortando asi los transistores T1 y T2. Se apli-
ca entonces un pequeilo potencial positivo o negativo a la
1inea & sentido de bitios de acuerdo con que haya de regis
trarse un CERO o un UNO binario. Ia linea de palabra se
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baja entonces al potencial normal y, dependiendo del sen
tido del voltaje de la linea de sentido de bitios, el
transistor con su base mds positiva serd puesto en conduc
cidn, Ia informmacidn es lefda comunicando impulsos a la
1inea de pzalabra como antes.

la fig. 5 muestra el elemento de memoria de da
$os como configuracién de base pussta a masa, colector
puesto a masa. Esta configuracidn tiene una buena rela-
cidn de sefial a ruido y la linea de sentido de bitios es
t4 amortiguada por una reistencia. Esta disposicidn tie-
ne la desventaja de requerir buen control de la relacidn
de los valores de las dos resistencias y de requerir una
operacidy de borrado separada antes de inscribir. Para
borer, el potencial de la li{nea de palabra ss bajado al
de masa. T1 es acondicionado para conducir seleccionando
el potencial correcto en la linea de sentido de bitios.
Para inscribir un UNO binario la linea de palabra es ele
vada por encima de su potencial normal estable y el poten
cial de la linea de sentido de bitios es disminufdo de
modo que ponga en conduccidn el transistor Tz. Los ele-
mentos de memoris se han descrito hasta ahora para uso
en una matriz de memoria. El elemento mostrado en lo fig.
2 es capaz también de realizer ciertas operaciones 1ogi~
cas dentro del grupo de memoria. Estas operaciones son:
Trensferencia real A —> B; transferencia de complemen
tos A.=——> B; ldégica de coincidencia (AcB) ——> B; ¥
complemento de 1ldgica de coincidencia (AZ.B) —>» B;
en cada caso, A ¥y B son dos palabras cvalesquiera en la
memoria. Cada operacidn hace que el resultado sea colo-
cado en la direccidn o acceso de B y deja A& inalterada.

- 10 -



10

15

20

25

A fin de realizar estaé operaciones, la memo-
riz debe estar equipada con dos grupos de descofiificado
res de acceso, de modo que puedan espscificarse los dos
accesos o direcciones A y B. También es necesario modi-
ficar los voltajes de excitacidn, pero el elemento mis-
no y las interconexiones del grupo quedan sin modificar.
El elemento puede usarse también para hacer una memoria

asociativa.

Es importente observar que este elemento parti
cular y sus propiedades son ejemplos meramente ilustrati
vos de las posibilidades que pueden obtenerse de memorias

monoliticas.

Transferencis de complemento, A =—=> B

En la fig. 6 se aplica una sefial de interroga-
cidn positive a la linea de palabra A y se aplice un im-
pulso de corriente de polarigzacidn negativo a la linea
de bitios desde el excitador de bitios. El impulso de po
larizacidn es igual a aproximadamente la mitad de la se-~
fial de sentido de interrogacidén en amplitud. Ia linea de
palabra B es llevada a potencial de tierra o inferior y
es devuelta & su potencial estable antes de que se reti-
ren las sefiales de sentido y de polarizacidn.

Se ha visto que un potencial de eseritura de
bitios de 0,05 voltios es suficiente para asegurar la
inscripoidn en un elemento hecho de transistores FIX,Por
tanto, con estos transistores, se requiere para funciong
miento satisfactorio una corriente de polarizacidn de

5 mA y una sefial de interrogacidén de palabra de 5, vol-
tios.
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Transferencia real, A ~->» B,

En este caso, se usa una polarizacidn positi-
va ¥y ung interrogacidn negativa. Claramente, el potencial
estable de la lines de palabra ha de gumentarse para pex
mitir esta interrogacidn negativa, que aumenta la disipa
cidn. Si esto resulta ser inadmisible, este dispositivo

podris preverse para unas cuantas palabras solamente.

Complemento de cvincidencia 1dgica (E.B) —> B.

La sensibilidad del elemento a las sefiales de
perturbacidén positivas aplicadas al emisor de T2 aumen-
ta de una manera controlada a medida que se reduce el po
tenciel de la linea de palabra. Esto ocurre como sigue:

Con el potencial normal de la linea de pala-
bra de + 1,5 voltios, y con T2 conduciendo, el potencial
de perturbacidn es determinado por el punto en gque T2 es
inzcapaz de mantener a T1 fuera de conduccidn. Pero si
se reduce el potencial de la linea de palabra a, por
ajemplo, + 0,9 voltios, entonces, el potencial de pertur-~
bacidn es determinado por el punto en qus Ta es incapaz
de permenecer conduciendo a causa de la reduccidn de la
corriente de base. Con transistores FIX, estos voltajes,
segin se ha visto, son de 0,45 voltios y 0,1 voltios,res
pectivamente. ’

Si definimos los elementos con T2 conduciendo

como si estuvieran en estado UNO, entonces la operacidn

E.B —> B es realizada por interrogacidn de A con un

perfil de onda positivo de 5 voltios de amplitud y apli-
cando una sefial de reposicidn condicional de 0,9 voltios
& la lines de palabra B,
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En este caso se interroga la palabra A con
un perfil de onda negativo y se aplica una polarizacidn
positiva a la linea de bitios. En las figuras 7 y 8 se
han mostrado diversas formas de onda para realizar las

funciones de transferencia y ldgicas.

Memoria asociativa.

Las sefiales aplicadas a una linea de bitios
alcanzardn una linea de palabra si 2, del elemento co-
rrespondiente estd conduciendo. De este modo, es posi-
ble interrogar las lineas de bitios con, por ejemplo,
sefisles de 0,25 voltios y detectar faltas de empareja-
miento por amplificadores de sentido en cada linea de

palabra.

Hasta ahora se ha mostrado que ciertas opera-
ciones internas pueden realizarse dentro de la memoria
monolitica. Sin embargo, estas operaciones son puramen-
te paralelas, esto es, el bitio 1 de la palabra A se
combind con el bitio 1 de la palabra B, el bitio 2 de
la palabra A se combind con el bitio 2 de la palabra B
y asi sucesivamente. A fin de realizar operaciones "ho-
rizontales" tales como desplazemiento y propagacidn con
arrastre, es necesario afiadir generadores de funciones
externas tales como registros de desplazamiento y suma-
dores. Por consiguiente, se propone asociar los diversos
generadores de funcionses con direcciones o accesos a me-

moria especificos. Los elementos de memoria de datos en

estas direcciones o accesos son modificados de manera
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adecuada de modo que puedan comunicar con los disposi=-

tivos exteriores.

Este concepto puede ampliarse para dar una me
moria sin aplificadores de sentido o registros de datos.
En cambio, se prevé que un numero de direcciones o accg
sos distribuidos a través del grupo y a través de estas
direcciones 0 accesos pﬁedan commicar con las unidades
18gicas, barras omnibus de datos, posiciones de acceso
de otras memorias y posiblemente incluso con su propio
descodificador. Este concepto se ilustra diagramdtica-
mente en la fig. 12.

Especificamente, el elemento de memoria de dg
t0s mostrado en la fig. 2 puede modificarse para ser lei
do exteriormente a otra memoria conectando un tercer
trensistor Ty (fig. 9) en la configuracidn acoplada di~
recta a través de T4. La salida de Ty es de c.0. ¥ no
es afectada por transferencias internas que puedan es-
tar ocurriendo entre otras palabras.

Ia fig. 10 musstra un método de inscribir en
la memoria desde un dispositivo externo. Caramente, es
posible inscribir en cualquier direceidn o aéceso con
esta disposicidn.

Ia fig. 11 musstra un método de inscribir em
un elemento espscifico, si ello es deseable. Debe Ob~
servarse, sin embargo, que si el elemento conmute, per-
turbard la linea de bitios. Por consiguiente, puede ser
necesario prohibir la entrada de datos mientras se estédn
produciendo operaciones de transferencia entre memorias.
(Bsta dificultad podrie vencerse usando el tipo de ele-

mento de memoria de datos que tiene salida amortiguada).
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Sin embargo, es posible usar esta dispo. icidn para trans-
ferir bloques de palabras a memoria simultdneamente. E1
1imite prdctico sobre el tamafio del bloque seria deter-
minado por el voltaje de perturbacidn admisible sobre

las lineas de bitios, y para este circuito seria de unas

16 palabras.

La fig. 13 muesira dos formas de unir memorias
entre si usando la transferencia de bloques. Las memoriasg
estdn referenciadas con 1, 2, 3 y 4. En la fig. 132 blo-
ques de direcciones o accesos de una memoria estdn reuni-
dos con bloques de direcciones o accesos de la menmoria ad
yacente. En la fig. 13b el niumero 4 de memoria tiene una
posicidn central. Las otras memorias estan reunidas a él.
Una disposicidn alternativa seria reemplazar la memoria
central por una barra de canales miltiples a través de la

cual cualquier memoria podria comunicar con cualquier

otra.

La presente solicitud, que corresponde a la pre
sentada en Gren Bretafia con fecha 7 de octubre de 1.965,
bajo el nimero 42.540/65, se acoge a los beneficios del

articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Indus-

trial,

N O T A

Los puntos de invencidn, propia y nueva, que
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los

siguientes:
- 15 -
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1.— Una disposicidn de elemento de memorie
de datos que comprende un par de transistores acopla=-
dos transversalmente para formar un circuito biestable,
conectando uno de los transistores una linea de entrada
a una linea de salida de modo que, en su estado conduc—
tor, es permitido que pase un impulso a su través desde
la 1fnea de entrada a la de salida, y estando el otro
transistor conectado para recibir tal impulso pero tenien
do uno de sus electrodos conectado a un manantial de po-
tencizl de referenciz de modo que, en su estado conductor,
el impulso no pueda pasar & la linea de salida.

2.~ Una disposicidn segin se reivindica en el
punto 1, en la cual la linea de entrada proporciona el
potencial de alimentacidn emisor/colector de los dos tren
sistores.

3.~ Una disposicidn segin el punto 1 o el 2, en
la cual los dos transistores estdn directamente acoplados
transversalmente y tienen sus slectrodos de colector co-
nectados a la linea de entrada, estando el electrodo emi-
sor de uno de los transistores conectado a un manantial
de potenciel de referenciz y estando el electrodo emisor
del otro transistor conectado a la linez de salida.

4.~ Una disposicidn segin los puntos 1 8 2, en
la cual los electrodos emisores de los dos transistores
estdn conectados a 1la linea de entrada, estando el elec-
trodo colector de uno de los transistores conectado a un
manantial de potencial de referencia y estando el elec--

trodo colector del otro transistor conectado a la lines

de salida,
5.- Una disposicidn segiin los puntos 1 & 2, en

- 16 -
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la cual los electrodos de colector de los dos transise
tores estdn conectagos a le linea de entrada, estando
los electrodos de emisor de los dos transistores conec-
tados a la linea de salida, estando el electrodo de ba-
se de uno de los transistores conectado & un menantial
de potencial de referencia y estando el electrodo de ba-
se del otro transistor conectado directamente al oolec-—
tor del primer transistor.

6.~ Una disposicidn segin los puntos 2 & 3 §
4 45, en la cual el elemento es ajustado a uno u otro
de dos estados de informacidn significativos quitando
el potencial de alimentacidén de modo que ambos transis-
tores sean puestos fuera de conduccidn y acondicionando
los transistores de modo que, cuando el potencial de re-
ferencia es devuelto, un transistor conduzca y el otro
no.

7.~ Una disposicidén segin el punto 6, en la
cual los transistores son acondicionados aplicando un
potencial a la linea de salida que, dependiendo de su po-
laridad con respecto al potencial de referencia, determi-
ne cual de los dos trensistores conduciti cuando se de-
vuelva el potencial de alimentaciédn. .

8.~ Una disposicidn segin el punto 6, en la
cual los transistores son acondicionados eleveando el
potencial de la linea de entrada hasta un valor por en-
cima del potencial de alimentacidn y suministrando un
potencial a la 1{nea d& salida que, dependiendo de su po-
laridad con respecto al potencial de referencia, determi
nard cdial de los dos transistores conducird cuando el po
tencial de la linea de entrada es devuelto al valor del
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9.~ Una disposicidn segin cuslquiera de los

potencial de alimentacidn.

puntos anteriores, en la cual un transistor adicional
estd conectado a un transistor del par de transistores
que forman el elemento de memoriz de datos, siendo tal
la disposicidn que el estado del transistor adicional
es controlado por el estado del transistor al cual estd
conectado.

10.~ Una disposicidn segun cualquiera de los
puntos 1 a 8, en la cual un transistor adicional estd
conaectado a un transistor del par de transisbtores que
forman el elemento de memoria de datos, siendo tal la
disposicidn que el estado del elehento de memoria de
datos es controlado por el estado del‘transistor adicio-
nal.

11.~ Una disposicidn de memoria de datos que
comprende una pluralidad de elementos de memoris de da-
tos segin se reinvidica en cualquiera de los puntos an-
teriores.

12,- Una disposicidn de memoria de datos que
comprende un primer juego de conductores dispuestos trans-
versalmente a un segundo jusgo de conductores, estando ca-
da conductor del primer Jjuego conectado a cada conductor
del segundo juego & través de un elemento de memoria de
datos, comprendiendo cada elemento dos caminos de corrien—
te- cada uno de log cuales incluye un transistor, siendo
tal la disposicidn que un impulso splicado a un conduc-
tor seleccionado del primer Jjuego es transmitido a lo
largo de uno de los caminos de corriente al conductor

del segundo juego solamente cuando el elemento estd en
- 18 -



10

15

20

25

30

un estado significativo de informacidén particular.

13.~- Una disposicidn de memoria de datos que
comprende un primer Juego de conductores digpuestos trans-
versalmente a un segundo juego de conductores, estando ca
da conductor del primer juego conectado a cada conductor
del segundo Jjuego a través de un elemento biestable de al
macenaje de datos o de memoria, consistiendo el elemento
en dos caminos de corriente cada uno de los cuales inclu
ye un transistor directamente acoplado transversalments
a8l trangistor del otro camino, con lo cual los datos son
almacenados en un elemsnto particular por seleccidn de
coordenadas de los conductores asociados del primero ¥y
segundo juegos y la significacidén de la informacidn al-
macenads es determinada por la polaridad de la sefial
aplicada a uno de los conduciores.

14.= Una disposicidn de memoria de datos, que
comprende un Juego de conductores de entrada dispuestos
transversalmente a un juego de conductores de salida,es
tando cada conductor de entrada conectado a cada conduc
tor de salida por un elemento de memoria de datos que
consiste en dos caminos de corriente, al menos uno de
los cuales se extiende entre un conductor de entrads y
de salida asociado, incluyendo cada camino un transis-
tor y estando acoplado transversalmente al otro camino,
Yy en el cual son almacenados datos seleccionando los po
tenciales de los conductores de entraga y de salida de
modo que un transistor del elemento dememoria de datos
sea acondicionado para conducir, con exclusidn del

otro.

15,~ Una disposicidn de memoria de datos, que
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comprende un juego de conductores de entrada dispuestos
transversalmente a un juego de conductores de salide,es
tando cada conductor de entrada conectado a cada conduc
tor de salida por un elemento de memoria de datos, con~
sistiendo cada elemento de memoria en dos caminos de cQ
rriente cada uno de los cuales incluye un transistor
que estd directamente acoplado transversalmente al tran
sistor de]l otro camino, siendo tal la disposicidn que
al menos uno de los caminos de corriente se extienda en
tre un conductor de entrada y un conductor de salidasasp
ciados y se almacenan datos seleccionando los potencia-
les de los conductores de entrada y salida, de modo que
un transistor del elemento de memoria de datos sea acon
dicionado para conducir con exclusidén del otro.

16.~ Una disposicién de memoria segun cualquig
ra de los puntos 11 a 15, en la cual una representacidn
de datos almacenados en un elemento de memoria particu-
lar es transferida a otro elemento de memoria conectado
a la misma linea de salida que el elemento de memoria en
cuestidn, suministrando & la linea de salide un voltaje
de polarizecidn predeterminado e interrogando luego al
elemento de memoria partlcular, viniendo determinados
la polaridad y la magnitud de la seiial de interrogacidn
y el voltaje de polarizacidn por la representacion reque-
ride de datos a transferir.

17.- Una disposicidn de memoria de datos segun el
punto 16, en la cual la tensidén o voltaje de polarizacién
de la lines de salida es de una magnitud tal que en susen
cia de otra sefial, todos los elementos de memoria conecta
dos a ella estd acondicionados para ser puesitos luego en

- 20 =
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uno, ¥y no en el otro, de los egtados sighificativos de
informacidn.

18.~ Una disposicidn de memoria ssgin el punto
17, en la cual una sefial de la lines de salida resultan-
te de la interrogacidn del elemento de memoria particu--
lar, junto con el volitaje de polarizacidn, es de tal mag
nitud y polaridad que acondicione a todos los elementos
de memoria conectados a la linea de salidas para ser pueg
tos luego en el otro estado significativo de informacidn.

19.- Una disposicidn de elemento de memoria de
datos.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-~
teceds, representado en los dibujos que se acompailan y
con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintiuna hojas escritas
a mdquina por una sola de sus caras.

Madrid, 3 UE[M |

P.A.

-2 -
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